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пленки из переохгажденного раствора-рас-
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что предварительно на подложку напыляют
слой кремния толщиной 0,1-0,2 мкм с после-
дующим отжигом ее при температуре 900-
9Ю°С в течение 5-6 ч
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Изобретение относится к технологии
получения зпитаксиальных слоев феррит-
граната и может быть использовано в магни-
тооптике при создании управляемых
транспарантов, изоляторов и других уст-
ройств с высокими магнитооптическими па-
раметрами.

Известен также способ получения маг-
нитооптических ФГС, включающий наращи-
вание В1-содержащего слоя из
переохлажденного раствора-расплава на
подложку из кальций-ниобий-галлиевого
граната (КНГГ).

Основным недостатком данного спосо-
ба получения феррит-гранатовых структур
является низкое качество Ві-содержащего
слоя.

Кэльций-ниобий-галлиевый гранат име-
ет параметр элементарной ячейки в интер-
вале 12,503-12,506 А в зависимости от
содержания компонент. Такой параметр
ячейки позволяет ввести в осаждаемую

пленку необходимое для магнитооптических
применений количество висмута.

Однако кристалл КНГГ имеет катионный
дефицит в октаэдрических позициях кри-
сталлической решетки, что является причи-
ной нарушения морфологии поверхности
подложки. Поэтому при взаимодействии с
агрессивными свинец- и висмутсодержащи-
ми раствор-расплавами при выращивании
пленки подложка либо разрыхляется, либо
осаждающаяся пленка кристаллизуется с
дефектами в виде трещин.

В основу изобретения поставлена зада-
ча усовершенствования способа получения
магнитооптических структур, в котором вве-
дением дополнительных технологических
операций обеспечивается снижение катион-
ного дефицита кристалла КНГГи улучшение
морфологии поверхности подложки и за счет
этого магнитооптические структуры не име-
ют трещин и обладают заданными магнито-
оптическими характеристиками.
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Поставленная задача решается тем, что
в способе получения магнитооптических
структур, включающем жидкофазное осаж-
дение В1-содержащей зпитаксиальной плен-
ки из переохлажденного раствора-расплава 5
на подложку из кальций-ниобий-галлиевого
граната. Согласно изобретению перед жид-
нч»фазным осаждением на подложку напыля-
ют слой кремния толщиной 0,1-0,2 мкм,
гтосле чего ее отжигают при температуре 10
900-910°С в течение 5-6 ч.

При этом происходит диффузия кремния
г приповерхностную область подложки и пе-
рераспределение ионов в кристаллической
решетке, в результате чего снижается кати- 15
онный дефицит кристалла КНГГ и улучшает-
ся морфология поверхности подложки.

Толщина слоя кремния подбиралась
опытным путем. В результате эксперимента
определено, что пленка кремния заявлен- 20
ной толщины имеет хорошую адгезию к по-
рерхности подложки. Нижний предел
;.лщины определяется равномерностью
(без разрывов) осаждаемого слоя. Верхний
предел толщины определен по технологиче- 25
ским соображениям: чтобы не допустить
снижения качества поверхности подложки
ча счет длительного ее рэзогроаа время
осаждения кремниевого слоя не должно
превышать двух часов, что соответствует 0,2 30
мкм напыленного слоя.

Температура и время отжига определя-
ется условиями диффузии кремния в под-
ложку. При температуре отжига выше 910°С,
за время, превышающее 6 часов происходит 35
рекристаллизация кремния с материалом
подложки, в результате чего происходит
снижение качества поверхности-она стано-
вится мутной.

При низкой температуре (менее 900°С) и 40
малом времени отжига (менее 5 часов) диф-

фузия кремния в подложку не происходит, а
следовательно, не происходит перераспре-
деление ионов в ее кристаллической решет-
ке, не улучшается морфология поверхности
подложки.

П ри м е р . Поверхность подложки КНГГ
ориентации (III) обезжиривалась органиче-
скими растворителями. После чего подлож-
ка помещалась и вакуумную камеру
установки и на ее поверхность в течение 1,5
часов наносился слой кремния. Толщина
слоя кремния составляла 0,15 мкм. Затем
подложка со слоем кремния отжигалась в
течение 5 часов при температуре 905°С в
муфельной печи. После отжига подложка до-
полнительно не обрабатывалась.

На поверхность подготовленной таким
образом подложки при температуре 700Х в
течение 3 мин осаждалась эпитаксиальная
пленка состава (YBILu)3(FeGa)5Oi2. Толщина
выращенной пленки составляла 2,0 мкм. Ка-
ЧЄСТРО поверхности пленки оценивалось пу-
тем наблюдения о проходящем
поляризованном сьете микроскопа. Уста-
новлено, что пленка не име;<а трещим и была
прозрачной. В таблице приведены физико-
технические параметры выращенной плен-
ки и прототипа

Как видно из таблицы, заявленный спо-
соб обеспечивает повышение качества по-
верхности подложки и качесгпа пленки, что
косвенно доказывается снижением коэрци-
тивмости її повышением пропускания плен-
ки, выращенной заявленным способом, по
сравнению с прототипом, Улучшение мор-
фологии поверхности подложки повышает
коэффициент вхождения висмута в пленку и
тем самым обеспечивает уоеличение фара-
деевского вращения.

Состав пленки

(YB!Lub(FeGa)5Oi2

(YBlLuWFeGafcOu

Способ получе-
ния

заявленный
по прототипу

Удельное фара-
деевское вра-
щение, °/см

1:3 • Ю*
0,5:1 • 10"4

Коэффициент
пропускания

на длине волны
0,63 мкм

0,95
0,70

Коэрцитивиая
сила, Э

5-2
15-10
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